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Начальная сталия, необходимая для улучшения однородности структу
ры растущей окисной пленки, роста слоя окисной пленки на образце, про
исходит в кислородной плазме без его подогрева. После достижения иско
мой толщины окисного слоя образец подогревают. Однородной структу
рой будет обладать окисная пленка в том случае, если соблю.дается усло
вие стехиометрии: равенство в стехеометрическом отношении числа диф
фундирующих ионов металла числу хе.мосорбироваиных ионов кислорода 
на внешней поверхности окисной пленки. Уравнение стехиометрии
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Решение трансцендентного уравнения (1) относительно Т позволяет 

получить оптимальную температуру нагрева окисляемого образца.
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В конкретном случае для полу'чения окисной пленки толщиной 0,25 
мкм на алюминии при Пф = 50 В температура нагрева образца составила 
300 °С. Нарушение условия стехиометрии приводит к существенному 
снижению однородности структуры, возрастанию дефектов решетки, в 
результате чего значительно снижается напряжение электроионизанионно- 
го пробоя. Процесс анодирования образца с его подогревом до оптимать- 
ной температуры производится до тех пор, пока толщина растущего окис
ла не достигнет требуемого значения. После его достижения прекращают 
подогрев образца и снимают формовочный потенциал. Однако охлаждение 
подложки с нарощенкой окисной пленкой производят в кислородной 
плазме. Такое охлаждение образца позволяет всем диффундирующим к 
наружной поверхности окисной пленки ионам металла вступать во взаи
модействие с ионами кислорода, тем самым существенно снизить концен
трацию неконтролируе.мой при.меси в сформированном окисле и улучшить 
однородность его структуры.
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